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Daxili gərginlik və dislokasiyadan azad olan InAsxSb1-x (burada x=0,57; 0,62) antimonidin  metamorf 

laylarının böyüdülməsi və geniş tətdqiqi işin əsas məqsədi olub və bu məqsəd əldə edilib. İlk dəfə müəyyən 

edilib: 

1. GaSb altlıqla InAs0,57Sb0,43 nazik təbəqə ilə arasında In0,38Al0,62Sb seçilmiş bufer gərilməmiş 

(ненапряженныe) InAs0,57Sb0,43 nazik təbəqələrin alınmasına imkan verir. 

2.  GaSb altlıqla InAs0,62Sb0,38 nazik təbəqə ilə arasında In0,32Ga0,68Sb seçilmiş bufer gərilməmiş 

(ненапряженныe) InAs0,62Sb0,38 nazik təbəqələrin alınmasına imkan verir. 

3. Aparılan rentgen difraksiyası tədqiqatları (reflekslərin bucaq yerləri və intensivliyi) göstərir ki, belə 

üsulla alınmış InAs0,57Sb0,43  və  InAs0,62Sb0,38  nazik təbəqələr yüksək keyfiyyətə malikdilər. 

4. Yüksək effektli  rentgen difraksiyası metodu ilə  InAs0,57Sb0,43  və  InAs0,62Sb0,38  kristal qəfəsinin  

simmetrik 004 və asimmetrik  335  düyünləri üçün aparılmış tədqiqatların və qurulmuş tərs qəfəsin 

kartlarının  analizi epitaksial qeterostrukturun yüksək keyfiyyətini və dislokasiyaların  aşağı sıxlığını (<107 

sm2) göstərir. 

5. Şəffaf elektron mikroskopu ilə dərin (срезам) kəsiklərdə aparılan tədqiqatların analizi göstərdi ki, kiçik 

sıxlıqlı dislokasiyaları olan yüksəkkeyfiyyətli metamorf  nazik təbəqələri alınmışdır. Bununla da, 

InAs0,57Sb0,43  və InAs0,62Sb0,38  nazik təbəqələri üçün, uyğun olaraq xüsusilə seçilmiş və dərəcələnmiş  

InAlSb və InGaSb  aralıq buferlərinin seçimi düzgün seçim sayıla bilər. Kəsiklərin şəffaf elektron 

nmikroskopunda alınmış təsvirləri göstərdi ki, uyğunsuzluq dislokasiyaları və  calaq (стыковкa) 

defektləri əsasən 2 mkm qalınlıqlı buferin 1,5 mkm dərinliyində qərarlaşıblar. Buferin qalan 0,5 mkm 

qalinlığında nüfuz etmiş dislokasiyaların sıxlığı 1 sm2-da  107 –dən çox deyil. 

6. Atom-qüvvət mikroskopiyası metoduyla nazik təbəqələrin səthinin  morfologiyasının tədqiqatları aşkar 

etdi ki, sahədə səthin orta kvadrat nahamarlığı InAs0,62Sb0,38 nazik təbəqələri üçün 50 mkm-da 50 mkm 

ərazidə 6 nm bərabərdir və təxminən InAs0,57Sb0,43 nazik təbəqələri üçün 7 nm qiymətə qədər artır; 

7. Udmanın spektrlərinin tədqiqatları və InAs0,57Sb0,43 -ün və InAs0,62Sb0,38 -in incə nazik təbəqələrinin 

fotolüminessensiyaları göstərdi ki, fotolüminessensiyanın pikinin mövqeləri və bütün nümunələr üçün 

udmanın kənarları  uyğun gəlir. Udmalardan kənarda  hər iki nazik təbəqə üçün udma əmsalının ölçüsü 
13102  cm  -ə çatır.  

Fotolüminessensiyanın pikinin vəziyyəti 150K temperaturda InAs0,57Sb0,43    nazik  təbəqələr üçün  

təxminən 120 meV (10,5 mkm), InAs0,62Sb0,38 – nazik təbəqəsi üçün isə 157 meV (8mkm) –dir. Xətlərin 

spektral yarımeni (FWHM) təxminən 11 meV-dir  və temperaturun azaldılmasıyla azalır. Temperaturun 

azaldılmasıyla fotolüminessensiyanın pikinin vəziyyəti qısa dalğalara tərəf sürüşür. 

8. İşığın kombinasiya (Raman) səpilməsi tədqiqatlarından müəyyən edilib ki, InAs1-хSbx bərk  məhlulu üçün 

fonon spektrinin yenidən qurulmasının  iki növü (двухмодовый тип перестройки фононных спектров) 

xarakterikdir. 

9. Skan edən konfokal raman mikrospektroskopu (сканирующей конфокальной рамановской 

микроспектроскопии) vasitəsi ilə InAs0,57Sb0,43  və InAs0,62Sb0,38  strukturlarının alınmış qeteroepitaksial 

yüksək həmcinsliyi və mapping rejimində strukturun səthi üzrə (sahəsi 100мкм×100мкм)  lazer şüasının 

skan edilməsi yolu ilə təsdiq edilmişdir. 

10. InAs0,57Sb0,43  və InAs0,62Sb0,38  nazik təbəqələri üçün dielektrik funksiyaların spektral asılılıqları 

qurulmuş, udma dərinlikdə elektron zonaların ekstremumlarına uyğun olan kritik nöqtələr aşkar 

edilmişdir. 



11. Görünən (1-6eV) və infraqırmızı (0-1eV) diapazonda InAs0,57Sb0,43  və InAs0,62Sb0,38  nazik təbəqələri 

üçün  layın sönmə əmsalı və sındırma əmsalı dispersiya asılııqları qurulmuşdur. 

Alınmış nəticələr infra-qırmızı fotoelektroniki cihazlarında - diod lazerləri, işıq saçan diodlar (İSD), 

fotoqəbuledicilər, doymuş uducular, modulyatorlar, filtrlər və s. istifadə üçün incə  yüksək keyfiyyətli 

(gərginləşməmiş, relaksiya olunmamış (ненапряженнных, нерелаксированных)) nazik lövhələrin alınması 

texnologiyasında istifadə edilə bilər. 
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